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Zusammensetzung zum Entfernen von 
"sidewall-residues" 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zum Entfer- 
nen von sogenannten 0 sidewall-residues" von Metalloberflachen, insbe- 
sondere von Aluminium oder aluminiumhaltigen Oberflachen wahrend 
der Herstellung von Halbleiterelementen. 

Stand der Technik: 



Leiterbahnen in integrierten Schaltkreisen bestehen hauptsachlich aus 
Aluminium bzw. aus einer Aluminium-Kupfer-Legierung (0,5 % Kupfer), 
das ganzflachig durch Sputtern abgeschieden wird. AnschlieSend wer- 
den die Strukturen mittels Fotolackbeschichtung, Belichten und Entwik- 
keln abgebildet. Im nachfolgenden Trockenatzprozess wird das Alumi- 
15 nium strukturiert, wobei sich u.a. aus Bestandteilen des Fotolacks und 
der Atzgase Polymere bilden, die sich vorwiegend an den Seitenwan- 
den der Aluminiumleiterzuge als geschlossene Schicht ablagern. Auch 
nach dem Entfernen des Photolacks mittels Sauerstoffplasma oder Ca- 
rotscher Saure verbleiben diese Polymere auf den Leiterbahnen. Diese 
sogenannten Restpolymere, die im allgemeinen als „sidewall residues" 
bezeichnet werden, mOssen vor der Fortsetzung der Herstellungspro- 
zesses vollstandig entfemt werden, urn die Funktion und die Zuverlas- 
sigkeit des IC-Bauteils zu gewahrleisten. Im folgenden werden diese 
„sidewall residues" als Restpolymere bezeichnet. 

Die Entfernung der Restpolymere geschieht nach Oblichen Verfahren 
durch einen Nassreinigungsschritt mittels einer Losung, die als Stripper 
oder Stripperlosung bezeichnet wird. Konventionelle Stripper enthalten 
einen Komplexbildner, einen Korrosionsinhibitor, und ein polares L6- 
30 sungsmittel. In dem Produkt EKC 265, welches am haufigsten benutzt 
wird, sind diese Komponenten Hydroxylamin, Mono-ethanolamin, Ka- 
techol und Wasser. 

Neuere Entwicklungen haben dazu gefQhrt, dass auch rein anorgani- 
35 sche Stripper eingesetzt werden konnen. Beispielsweise werden in WO 
97/36209 A1 (Merck) Zusammensetzungen basierend auf verdOnnten 
Schwefelsaure-Wasserstoffperoxid-Losungen (DSP) beschrieben. In 
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US 5,698,503 und 5,709,756 wiederum werden entsprechende Stipper 
basierend auf Ammoniumfluorid-Losungen verwendet. 

VerdOnnte Schwefels§ure - Wasserstoffperoxidlosungen (DSP) reichen 
5 zum Entfernen der Restpolymere allein nicht aus und enthalten daher 
zusatzliche Additive. Solche Additive sind z. B. geringe Mengen Fluss- 
saure im Konzentrationsbereich von 10 bis 100 mg/kg. Die Flussaure 
wirkt auf Aluminium und Aluminium/Kupferlegierungen leicht atzend. 
Der Angriff erfolgt flSchig ohne die Metallisiering zu beschadigen. Eine 
10 Lochkorrosion, wie beispielsweise durch Chloridionen, findet nicht start. 

Durch das Unteratzen trennt sich die Restpolymerschicht von der Me- 
talloberfiache ab und wird durch die FIQssigkeit fortgespGIt (lift-off). Die 
durch den Atzvorgang freigelegte Metalloberflache wird anschlie&end 
durch das Wasserstoffperoxld wieder passiviert. 

Der Nachteil in der Verwendung von Flusssaure als atzendes Additiv 
besteht darin, dass die Konzentration sehr genau eingehalten und kon- 
trolliert werden muss. Eine zu hohe Konzentration wOrde die Metall- 
oberflache zu stark angreifen, durch eine zu niedrige Flusssaure- 
Konzentration wird keine ausreichende Reinigungswirkung erzielt. 

Je nach Art der Anlagen, in denen die Stripperlosung eingesetzt werden 
soil, werden unterschiedliche HF-Konzentrationen eingestellt. Bei Ver- 
wendung der Stripperlosung auf Spinetchern werden Oblicherweise 
Stripper eingesetzt, deren HF Konzentration bei 100 mg/kg liegt. Dage- 
gen werden auf Tankanlagen Zusammensetzungen verwendet , deren 
HF Konzentration lediglich bei 10 mg/kg liegt. 

Besonders die sehr geringe Konzentration der LSsungen zur Verwen- 
dung auf Tankanlagen macht die Prozessfuhrung sehr aufwendig. Die 
Konzentration darf nur wenige ppm vom Sollwert abweichen. Dieses 
Ziel kann nur erreicht werden durch kontinuierliches, exaktes Messen 
und kontrolliertes Nachdosieren von Flusssaure. Dieses ist nur moglich, 
wenn die Anlage uber eine Online-Analytik und ein entsprechendes Do- 
siersystem verfQgt. 




Spcicherdatum^ 1 .06.02 1 1 :49 
Dmckdatum: 21.06.02 11:52 



2002 101257 Wg.dOC 3/21 




Literatur 

Merck Patent W097/36209. Solution and Process for Removal of Side- 
wall Residue after Dry Etching 

5 Ashland. Technical Note, Fluoride-Containing Strippers 

SEZ. Inorganic Chemical DSP 

EP 0 773 480 A1, Remover solution composition for resist and method 
10 for removing resist using the same 

EP 0 485 161 A1, Stripping composition and method of stripping resist 
from substrates 



15 



20 




25 



30 



US-A-5,698,503, Stripping and cleaning composition 

US-A-5,709,756, Basic stripping and cleaning composition 

EP 0 596 515 B1, Alkaline photoresist stripping composition producing 
reduced metal corrosion 



Aufqabe 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine bestandige 
Zusammensetzung Oder auch „Stripperl6sung" zur Entfernung von 
Restpolymeren, den sogenannten n sidewall-residues", zur VerfOgung zu 
stellen, die in einem groBen Konzentrationsbereich des Additivs stabile 
Atzraten auf Aluminium bzw. Aluminium/ Kupferlegierungen liefert, oben 
beschriebene Restpolymere vollstandig entfernt, ohne die Metallisie- 
rungsschichten bzw. Leiterbahnen zu beschadigen oder Korrosion zu 
erzeugen. 



Die Losung der Aufgabe erfolgt durch eine Zusammensetzung fur die 
Halbleiterherstellung, enthaltend H 2 SiF 6 und/oder HBF 4 in einer Ge- 
samtmenge von 10-500 mg/kg, 12-17 Gew.-% H 2 S0 4 , 2-4 Gew.-% 
35 H 2 0 2 gegebenenfalls in Kombination mit Additiven in wassriger L6sung. 
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Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit die Verwendung einer 
Zusammensetziing, enthaltend H 2 SiF 6 und/oder HBF 4l als Restpolyme- 
rentfemer in einem Verfahrensschritt der Halbleiterherstellung, insbe- 
sondere zur Entfernung von Restpolymeren von Al- Oder Al-haltigen 
Leiterbahnen. 

Bevorzugt werden diese Zusammensetzungen zum Entfernen von 
Restpolymeren nach dem Trockenatzen an MetallleiterzOgen und Kon- 
taktlochem verwendet. Es ist auch somit die Verwendung dieser Zu- 
sammensetzung zum Entfernen von Restpolymeren von Aluminium 
Oder Kupferaluminiumlegierungen Gegenstand der vorliegenden Erfin- 
dung, und zwar insbesondere die Verwendung von Zusammensetzun- 
gen, enthaltend H 2 SiF 6 und/oder HBF 4 in einer Gesamtmenge von 10 - 
500 mg/kg, 12-17 Gew.-% H 2 S0 4 , 2 - 4 Gew.-% H 2 0 2 gegebenenfalls 
in Kombination mit Additiven in wassriger Losung. Bevorzugt werden 
diese Zusammensetzungen zur Restpolymersntfernung in einem Ver- 
fahrensschritt der Halbleiterherstellung unter Einsatz eines Spinetchers 
oder in einer Tankanlage verwendet. 

ErfindungsgemaB erfolgt die Verwendung der erfindungsgemaSen Zu- 
sammensetzungen in Verfahren zur Entfernung von Restpolymeren von 
Al- oder Al-haltigen Leiterbahnen. 

Beschreibuna der Erfindung 

Wie beschrieben, stellen Schwefelsaure und Wasserstoff-peroxid sowie 
ein fluorhaltiges, anorganisches Additiv die Hauptbestandteile eines 
Strippers dar. Die zur Zeit am haufigsten eingesetzte anorganische Zu- 
sammensetzung ist die oben aufgefOhrte DSP-Mischung, bestehend 
aus Schwefelsaure, Wasserstoffperoxid und als Additiv reine Flusssau- 
re im Konzentrationsbereich von 10 bis 100 mg/kg. 

Werden statt Flusssaure Additive wie Ammoniumfluorid, Tetramethyl- 
ammoniumfluorid oder Fluorphosphonsaure eingesetzt, zeigen diese 
gleiches Atzverhalten auf Aluminium, d. h. eine lineare Abhangigkeit 
von der im Stripper vorliegenden Fluoridkonzentration. Ein solches li- 
neares Atzverhalten in Abhangigkeit von der Konzentration der atzen- 
den Komponente ist fur HF, NH 4 F, TMAF und H 2 PQ 3 F in Fig. 1. darge- 
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stellt. Die Tatsache, dass die Atzraten all dieser Additive in einer gra- 
phischen Darstellung auf einer Geraden liegen, lasst vermuten, dass 
sich der Fluoridanteil in der sauren Losung vollstandig in HF umwandelt. 

Das Atzverhalten der Flourverbindungen Hexafluorokieselsaure und 
Tetrafluorborsaure stellt sich dagegen vollkommen anders dar, wie Ver- 
suche gezeigt haben. Zwar steigen zunachst die Atzraten mit steigender 
Konzentration an, sie bleiben aber bei weiterer Konzentrationserhohung 
nahezu konstant. Dieses Verhalten ist auch aus der graphischen Dar- 
stellung in Fig. 1 zu entnehmen ist. 

Obwohl nach allgemeinem Verstandnis Hexafluorokieselsaure und Te- 
trafluorborsaure starke Sauren sind, wurde nun durch Versuche gefun- 
den, dass durch ihren Einsatz anstelle der oben genannten Additive das 
Verhalten der Stripperlosungen vorteilhaft beeinflusst werden kann. Be- 
reits wenn diese Komponenten in relativ geringen Mengen zugesetzt 
werden, zeigt sich dieser positive Effekt sehr deutlich. Aber nicht nur die 
Atzraten lassen sich durch Zusatz von Hexafluorokieselsaure und/oder 
Tetrafluorborsaure in vorteilhafter Weise beeinflussen, gleichzeitig wird 
dadurch eine Passivierung der Oberflachen der aus Aluminium- oder 
Aluminiumlegierungen bestehenden Leiterbahnen gegen Korrosion er- 
reicht. 

Durch die D doppelte" Inhibitorwirkung dieser Verbindungen kann dieser 
zur Restpolymerentferung notwendige Verfahrensschritt uber einen lan- 
geren Zeitraum und in einem weit grSlieren Konzentrationsbereich mit 
konstanter Stripperwirkung durchgefOhrt werden. 

Eine fortlaufende Messung des Additivgehalts und ein Nachdosieren 
wahrend des Produktionsprozesses wird damit QberflQssig. Hierdurch 
werden Kosten fur apparativen Aufwand eingespart und gleichzeitig ei- 
ne grdSere Prozesssicherheit erzielt. 

Durch den Einsatz von Hexafluorokieselsaure und/oder Tetrafluorbor- 
saure in der Zusammensetzung in Konzentrationen von 100 bis 500 
mg/kg werden Restpolymere mit sehr guten Ergebnissen entfernt, was 
durch REM-Untersuchungen bestatigt werden kann. Gleichzeitig zeigt 
sich im genannten Konzentrationsbereich kein Angriff des Aluminiums 
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oder der Aluminiumlegierungen. Die vorteilhafle Wirkung der Hexafluo- 
rokieselsaure zeigt sich im direkten Vergleich mit HF als Additiv. HF 
zeigt bereits ab 100 mg/kg deutliche Anatzungen (siehe Fig. 3, Bild 5). 

FOr die DurchfQhrung der Versuche werden strukturierte Wafer mit fdl- 
gendem Schichtaufbau verwendet: 

• Si02 (thermisches Oxid Untergrund) 

• Titan gesputtert 100 nm 

• Aluminium gesputtert (0,5 % Cu) 900 nm 

• TiN gesputtert 100 nm 

Die Strukturierung der Aluminiumleiterztlge erfolgt mittels Fotolackbe- 
schichtung, Belichten und anschlieliendem Entwickeln und AushSrten 
des Lacks durch UV-Bestrahrlung. 

Danach werden die Wafer auf einer LAM TCP 9600 in der Atzkammer 
geStzt mit CI 2 /BCI 3 und N 2 als Atzgase. 

Die Entfernung der Fotolackschicht erfolgt mittels 0 2 /H 2 0- 
Plasmabehandlung in der „Strippkammer", gefolgt von einer Warmwas- 
serbehandlung in einer weiteren Kammer zur Chlorentfernung (Korrosi- 
onsvermeidung). 
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Das Verfahren zur Entfernung der Restpolymere nach dem Trockenat- 
zen, also der Stripp-Prozess, wird zunachst in Becherglasversuchen 
unter reproduzierbaren Bedingungen gemass DIN 50453 entwickelt. 
AnschlieSend wird das Verfahren auf einen Spinetcher von SEZ und ei- 
ner Tankanlage AWP200 von Mattson ubertragen mit folgenden Pro- 
zessparametern: 



SEZ-Sptnetcher 



AWP 200 Mattson 



15 



Atzen: 45 - 60 sek bei 25°C 
SpQIen mit 

Reinstwasser: 30 sek bei RT 

Trocknen: N 2 



45 - 90 sek bei 25 °C 

10 min. bei RT 
Marangoni 




Fur die ersten Versuche wird eine Zusammensetzung verwendet, die 
deraktuell verwendeten DSP-Mischung entspricht, einer wassrigen L6- 
20 sung von Schwefelsaure mit einer Konzentration im Bereich zwischen 
12 bis 17 Gew.-% sowie Wasserstoffperoxid in einer Konzentration im 
Bereich von 2 bis 4 Gew.-%. Dabei werden H 2 SiF 6 und HBF 4 einzeln 
aber auch die Kombination der beiden Verbindungen als als Fluorid- 
lonen-Lieferanten eingesetzt. 



25 



30 



Diese Versuche zeigen, dass durch den Zusatz der einzelnen Fluorid- 
lonen-Lieferanten H 2 SiF 6 und HBF 4 aber auch in Kombination mitein- 
ander eine gute Entfernung der Restpolymere erzielt wird, wobei durch 
H 2 SiF 6 eine bessere Passivierung hervorgerufen wird. Aufgrund dieses 
Versuchsergebnisses und aufgrund seiner besseren Handhabbarkeit ist 
daher die Verwendung von H 2 SiF 6 zu bevorzugen. 



Zur Restpolymerentfemung nach dem Trockenatzen sind an sich Lo- 
sungen geeignet, welche H 2 S0 4 in einer Konzentration im Bereich von 1 
bis 17 Gew.-% enthaiten. Besonders gute Ergebnisse werden mit Zu- 
35 sammensetzungen erzielt, in denen 12 bis 17 Gew.-% H 2 S0 4 enthaiten 
sind. 
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Zusammensetzungen, die H 2 0 2 im Korizentrationsbereich zwischen 1 
bis 12 Gew.-% enthalten, haben sich fQr die Restpolymersntfernung als 
geeignet erwiesen. Bevorzugt werden Zusammensetzungen eingesetzt, 
welche H 2 0 2 in einer Konzentration im Bereich von 2 bis 4 Gew.-% ent- 
5 halten. 

In diesen Konzentrationsbereichen sind die Atzraten auf Aluminium na- 
hezu konstant und werden nur vom Gehalt des Additivs bestimmt. Fig. 2 
zeigt die Abhangigkeit der Atzraten auf Aluminium bei einem konstanten 
10 Gehalt an H 2 SiF 6 von 500 mg/kg. 

Als besonders geeignet haben sich Zusammensetzungen erwiesen, in 
denen 12 bis 17 Gew.-% H 2 S0 4l 2 bis 4 Gew.-% H 2 0 2 und 100 bis 500 
mg/kg H 2 SiF 6 enthalten sind. Bevorzugt ist entsprechende Zusammen- 
15 setzung, worin als Fluorid-Lieferant H 2 SiF 6 in Kombination mit HBF 4 

enthalten ist und ihre Gesamtmenge beider Verbindungen 1 00 bis 500 
mg/kg betragt. Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung 
umfasst Zusammensetzungen, die als einzige fluorhaltige Verbindung 
HBF 4 in einer Menge von 100 bis 500 mg/kg enthalten. 

20 

Durch Versuche wurde gefunden, dass entsprechende Zusammenset- 
zungen besonders gut geeignet sind zum Entfernen von Restpolymeren 
nach dem Trockenatzen an MetallleiterzQgen. 

Insbesondere eignen sich diese wassrigen Zusammensetzungen zum 
Entfernen von Restpolymeren von Aluminium, ohne das Metall anzu- 
greifen. 

Wahrend sich in den bisher als Stripper eingesetzten DSP-Mischungen 
mit reiner HF als Additiv gegenGber den erfindungsgemaRen Zusam- 
30 mensetzungen bei kontinuierlicher ProzessfQhrung der Gehalt an HF 
laufend verringert, was die Reinigungswirkung negativ beeintrachtigt, 
scheint durch H 2 SiF 6 oder HBF 4 als wirksames Additiv verbrauchtes HF 
gemass einer Gleichgewichtsreaktion kontinuierlich nachgeliefert zu 
werden, so dass die gewQnschte Konzentration fiber einen ISngeren 
35 Zeitraum offenbar konstant bleibt. Durch eine auf diese Weise stabili- 
sierte Losung ist man in der Lage, zum einen die Prozesssicherheit 
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deutlich zu verbessern und zum anderen Kosten einzusparen, da auf 
ein apparativ aufwendiges Online-KontroII- und Dosiersystem verzichtet 
werden kann. Weiterhin wirken die erfindungsgema&en Fluorid- 
lonenlieferanten im Vergleich zu reinen HF-L6sungen wesentlich weni- 
ger korrosiv sowohl gegenuber verwendeten Lagerbehaltem ais auch 
den Produktionsanlagen, so dass auch in dieser Hinsicht die erfin- 
dungsgemaSen Fluorid-lonenlieferanten einen erheblichen Beitrag zur 
Prozesssicherheit beitragen. 

Zur Veranschaulichung und zum besseren Verstandnis der Erfindung 
werden im folgenden Beispiele gegeben. Aufgrund der generellen GQI- 
tigkeit der vorliegenden Erfindung in den beschriebenen Grenzen sind 
diese Beispiele ntcht dazu geeignet, die Erfindung nur auf die in den 
Beispielen gegebenen Werte zu beschrSnken. 



Beispiele: 
Beispiel 1: 

Geatzte Wafer mit dem zuvor beschriebenen Schichtaufbau wurden auf 
dem SEZ-Spinetcher prozessiert. Bei dieser Technologie handelt es 
sfch um einen Einzelwaferprozess, bei dem der Wafer in einer Prozess- 
kammer waagerecht liegend in Drehung versetzt wird und Qber eine 
Duse mit der AtzflGssigkeit angestromt wird. Dabei fShrt der Dusenarm 
in waagerechter Hin- und Herbewegung Qber die Waferoberflache. 
Nach dem Atzprozess erfolgt ein SpQIprozess mit Reinstwasser nach 
dem gleichen Prizip. Zum Trocknen wird der Wafer zum Schluss unter 
hoher Umdrehungszahl mit N 2 trockengeblasen. 

Schritt 1 : Strippen 

Zusammensetzung der Mischung: 

Schwefelsaure: 12,0 % gew. 

Wasserstoffperoxid: 2,4 % gew. 
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H2SiF6: 



500 mg/kg 
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600 U/min, 1 Itrimin Durchfluss, 25 °C, 30 sek. 
Schritt 2: Spulen mit Reinstwasser 
600 U/min, 1 Itr./min Durchfluss, 25 °C, 30 sek. 
Schritt 3: Trockenschleudem mit N2-Abblasen 
2000 U/min., 150ltr./min. 

Fig. 3, Bild 3 zeigt die vollstandig gereinigte Oberflache, ohne Angriff 
der Metallisierung. Bei Konzentrationen oberhalb 500 mg/kg H2SiF6 
wird die Metallisierung angeatzt, siehe Fig. 3, Bild 4 mit 1000 mg/kg. 

Beispiel 2: 

Die gleichen Wafer wie in Beispiel 1 wurden auf einer Tanklanlage 
AWP200 von Mattson prozessiert. 

Schrittl : Strippen 

Zusammensetzung der Mischung: 

Schwefelsaure: 12,0 % gew. 

Wasserstoffperoxid: 2,4 % gew. 

H2SiF6: 100 mg/kg 

15 ltr./min. Rezirkulation, 25 °C, 45 sek. 

Schritt 2: SpQIen mit Reinstwasser 

35 ltr./min Durchfluss, 25 °C, 10 min. 

Schritt 3: Marangonitrockner 

Fig. 3, Bild 8 zeigt die vollstandig gereinigte Oberflache, ohne Angriff 
der Metallisierung. 
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In den im Anhang gezeigten REM-Aufnahmen sind die Ergebnisse der 
Restpolymerentfemung unter Verwendung der erfindungsgemaBen Zu- 
sammensetzungen festgehalten. Die Ergebnisse sind durch das „Strip- 
pen B auf einem SEZ-Spinetcher unter Verwendung verschiedner 
5 H 2 SiF 6 -Konzentrationen erzielt worden: 

Abb. 1 zeigt einen Ausschnitt eines Wafers mit Aluminium-Leiterbahnen 
vor der Behandlung. 

Abb. 2 zeigt einen entsprechenden Waferausschnitt nach dem Strippen 
10 mit einer Zusammensetzung, enthaltend 100 ppm H 2 SiF 6> Abb. 3 mit 
500 ppm H 2 SiF 6 , Abb. 4 mit 1000 ppm H 2 SiF 6 . Die Abbildungen 2 bis 4 
zeigen Restpolymer-freie Leiterbahnen. Im Vergleich dazu werden in 
den Abb. 5-7 Ergebnisse, gezeigt, die unter denselben Bedingungen 
erhalten worden sind, jedoch unter Verwendung von verschiedenen HF- 
15 Konzentrationen: Abb. 5 100 ppm HF, Abb. 6 200 ppm HF und Abb. 7 
500 ppm HF. Bei Verwendung von 100 ppm HF sind noch Polymerreste 
und Anatzungen zu erkennen. Die Verwendung von 200 ppm HF fuhrt 
zwar zu einer nahezu vollstandigen Entfernung der Restpolymere aber 
auch zu einer Zunahme der Anatzungen gegenuber der Verwendung 
20 von 100 ppm HF. Bei der Verwendung von Zusammensetzungen mit 
500 ppm HF werden sehr starke Anatzungen der Metallleiterbahnen 
gefunden. Die Abbildungen 8 und 9 zeigen Ergebnisse, die durch die 
Restpolymersntfernung in einem Mttson AWP-Tankprozessor erhalten 
wurden: Abb. 8 unter Verwendung von 100 ppm H 2 SiF 6 und Abb. 9 un- 
ter Verwendung von 600 ppm H 2 SiF 6 . Auch in diesen Fallen wird eine 
sehr gute Restpolymerentfemung gefunden, wobei sich die Anatzung 
sogar bei 600 ppm in vertretbaren Grenzen halt. 



30 



35 
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patentansprOche 

1. Zusammensetzung fur die Halbleiterherstellung, enthaltend H 2 SiF 6 
und/oder HBF 4 in einer Gesamtmenge von 10 - 500 mg/kg, 12-17 
Gew.-% H 2 S0 4 , 2-4 Gew.-% H 2 0 2 gegebenenfalls in Kombination 
mit Additiven in wassriger Losung. 

2. Verwendung einer Zusammensetzung, enthaltend H 2 SiF 6 und/oder 
HBF 4 , als Restpolymerentferner in einem Verfahrensschritt der 
Halbleiterherstellung. 

3. Verwendung gemSB Anspruch 2 zur Entfemung von Restpolymeren 
von Al- oder Al-haltigen Leiterbahnen. 



4. Verwendung gemaft Anspruch 2 zum Entfernen von Restpolymeren 
15 nach dem Trockenatzen an MetallleiterzQgen und Kontaktlochern. 

5. Verwendung einer Zusammensetzung gemaft Anspruch 1 zum Ent- 
fernen von Restpolymeren von Aluminium Oder Kupferaluminiumle- 
gierungen. 

20 6. Verwendung einer Zusammensetzung, enthaltend H 2 SiF 6 und/oder 
HBF 4 in einer Gesamtmenge von 10 - 500 mg/kg, 12-17 Gew.-% 
H 2 S0 4| 2-4 Gew.-% H 2 0 2 gegebenenfalls in Kombination mit Addi- 
tiven in wSssriger Losung, gemaft einem Oder mehreren der AnsprO- 
che 2-5. 



7. Verwendung gemaft einem oder mehreren der AnsprQche 2 - 6 zur 
Restpolymersntfemung in einem Verfahrensschritt der Halbleiterher- 
stellung unter Einsatz eines Spinetchers oder in einer Tankanlage. 



8. Verfahren zur Entfernung von Restpolymeren von Al- oder Al- 
30 haltigen Leiterbahnen, dadurch gekennzeichnet, dass zur Entfer- 

nung von Restpolymeren eine Zusammensetzung gemaS Anspruch 
1 verwendet wird. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zum Entfer- 
nen von sogenannten „sidewall-residues a von Metalloberflachen, insbe- 
5 sondere von Aluminium Oder aluminiumhaltigen Oberflachen wahrend 
der Herstellung von Halbleiterelementen. 
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Abb. 2 



Elnfluss H2S04 / H202-Gehalt (25 °C> 
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H2S04 = variabel 
H2Q2 = const = 2.5% 2.3 % 



H202 = variabel 
H2SQ4 = const = 12.4% 
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Abb.3 
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